fD Germanium-pnp-Leistungstransistor

(OC 831)

Der MF-Leistungstransistor GD 110 (alte Bezeichnung OC 831) ist ein legier-
ter Ge-pnp-Flichentransistor. Der Einsatz ist vornehmlich in MF-Leistungs-
verstirkern, fir Regel- und Steuerzwecke.

Statische Kennwerte (fir %, = 25 "C —5 grd)

Kellektorreststrome

—dego = WpA<" 30pA bei —Up =6V
—lcgo = 300 A < 1000 A bei —Ucg = 6Y
—lcgs = SOpA < 100pA bel —Uce = 6V

Emitterreststrom

—lgpn = 150 A < 500pA bel —Ugg = 10V
Restspannung
—Uepse =035V =050V beli —lc= 1A
_IB = 11[.'! mA
—Upree =1V bei —lc = 1A
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Mittleres Kennlinienfeld in Emitterschaltung

Gleichstromverstirkung
—lg < 5mA bel —lc = 100mA, —Ucg =TV
—Ugg =030V = 0,44 ¥
lg = 42 mA bel —Ig = 500 mA, —Uegg =12V
—lpe =055Y =07V
Ubergangsfrequenz
fr = 200 kHz = 100 kHz bei —lc =01A
—Ugg =6V
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Paarigkeitsbedingung 2 x GD 110:

Die zu einem Paar zusammengestellten Transistoren fir
Gegentaktstufen sind wie folgt ausgewiihit: Das Verhalenis
der Basisstréme der einzelnen Transistoren betrigt bis
rum Kollektorstrom von —I. = 1 A
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Dabei betrige auch das Verhiltnis der Basisspannungen der
einzelnen Transistoren bis zum Kollektorstrom —lz = 1A
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Wirmewiderstand

Repi = 15 !.E (Sperrschichtgehiuse)

Grenzwerte (flir i, = 45°C)

—Upgg = W0V —le=13A

—Ugpy = 10V lge =15A
—Uegr = 18Y —lp =0,1A
bel Rgg = 100102

h=75°C

b, = 65°C
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Kallektorreststrom als Funktion der Sperrichichttemperatur
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Kollektoremitterspannung als Funktion des Gufleren Basis-
emitterwiderstandes
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Verlustleistung als Funktion der Umgebungstemperatur

Bestellbezeichnung fiir einen Transistor: Transistor GD 110

7o



Anwendung

Eisenloser Gegentakt-AB-Verstirker

Da der Anpassungswiderstand des Transistors GD 110 in
einer MF-Leistungsendstufe in der Gréfle normaler Laut-
sprecherimpedanzen liegt, kann man auf den Ausgangs-
trafo verzichten und den Lautsprecher direkt in den Last-
kreis einschalten. Verwendet man noch an Stelle der
iblichen Treiberstufe mit Treibertransformator eine
Phasenwendestufe, bei der die gegenphasigen Steuer-

Cy = S0 uF Cs = 100 uF Cs = 50uF

Cy = 50 uF Cy = 100 uF Ce=50p

Technische Daten

Transistoren .....cosursvssvmsssssssssanssssnsbanssnany
BatterieSpannuUng . ... oouensanaassssassossssasnsnnsnnns
Aufgenommener Strom bel Vollaussteuerung ... .oouvaianinnansaarorees

Ausgangsleistung ......cooiieiiiiiiiiiiiiiiiaaiasaaaans
Eingangsspannung fir Vollaussteuerung . ........coovvnnnans
Lefstungsverstrkung .. ...c.ioiiiiriiismniiiniiasnasnrrsasrrerianais
Untere GrenZfrBQUEBNZ . .....ccovuvvrvmnennsrrvnbannnssnsiss

Obere GrenzireqUenz .. ... cocuiiiiresarrsiabiduiiariissiirariainas

Klirrfaktor bei 2,5W Ausgangsleistung und der Frequenz

Maximale Betriebstemperatur ........ovvinninraiiiieen,

spannungen vom Kollektor und Emitter eines Transistors
(GC 116} abgenommen werden, erhilt man eine so-
genannte ,eisenlose Endstufe'.

Durch den Wegfal| der Transformatoren mit ihrem grofien
Gewicht und Raumbedarf kann der Verstirker sehr klein
und leicht aufgebaut werden. Das Mustergerit wiegt 88 p
und hat ein Yolumen von 90 cm?®,

Dimensionierung der Schaltung

T1=GC116, T2 = GC 116
T3I=T4=2x GC115
T5=Té&=12x GD110

Ry 2,5 kil

Rz 10 ki)

Ra 1.5 kil

Ry 50 kil

Rs 10 kL)

Re 1 ki)

Ry = 500Ll Einstellregier
Rg 100 22

Ry = 100L}

Riyg = 600 L}

Ryq = 600 L2

Riz = 1,5 kil Einstellregler
Ryz = 125(} NTC-Widerstand
Ry = 1,5 ki) Einstellregler
Ris = 125() NTC-Widerstand
Rig = 3001}

Ryr = 30002

Ra= 512

I I I |

4 = GC116, 2 x GD 110
1xeY

350 mA

2.5V an 5 Ohm Lastimpedanz
30 mY an 1 kOhm

64 dB
10 Hz
20 kHz

.............. 160 Hz  3,5%

800 Hz 2,0%

SkHz 4,0%

.............. 45 °C
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Gleichspannungswandler

Der Gleichspannungswandler ist als LC-5inusoszillator Die Induktivitit von Wy' + Wy" bildet mit den parallel-
ausgelegt. Die RC-Kombination vor der Basis des Tran- geschalteten Kondensatoren den Schwingerkreis, der die
sistors begrenzt je nach Einstellung des Potentiometers Oszillaterfrequenz bestimmt. Mit dem Schalter 5 kénnen
den Basisstrom. 4 Festfrequenzen eingestellt werden.
Dadurch kann in gewissen Grenzen die Ausgangsleistung Die Uber W3 ausgekoppelte Wechselspannung wird dureh
und die Frequenz verindert werden. einen Spitzengleichrichter gleichgerichuet.
Stiickliste
Cy= 3nF
C; = 500 PF
Cy= 15nF
Ci;= 1nF
1 Cs = 500 uA
\ _ Co= 10pA
3 .‘E".P“ £ C; = 10nF
T T od Cg= 20nF
I 8 LR Dy = OA 685
a3 Te Ry = 100 kil
e Fome
j ! Rs = 5001()
T o Rs = 500}
T1 = GD 110
Oszillatorfrequenz Wickeldaten
C=30nF; f=41kHz Topikern vom VEB Keramische Werke Hermsdord,
C=235nF; I=38kHz Manifer 153
C=45nF; {=34kHz Typ 6064.26-1 (34 x 38 mm); Luftspalt = 0.2 mm
C=50nF: f=32kHz Wi" = 25 Windungen 0,2 mm Cul

Wy = 675 Windungen 0,1 mm Cul
W = 13 Windungen 0,2 mm Cul
Wi = 140 Windungen 0,08 mm Cul
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